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Prerequisitos

Es conveniente tener conocimientos basicos sobre dispositivos electronicos.

Objectivos y contextualizacién

1) Adquirir una vision general sobre la situacién actual de la nanoelectronica a partir principalmente del
International Technology reoadmap for Semiconductors. Se incluye la comprensién de las principales barreras
tecnoldgicas, los retos de investigacion y las principales tendencias evolutivas.

2) Conocer las principales técnicas de fabricacion de dispositivos, con el objetivo de establecer un nexo con
sus principales carateristicas de operacion.

3) Conocer las principales metodologias de simulacion dels dispositivos nanoelectrénicos y saber determinar
cual es el método mas adecuado a cada circunstancia particular.

4) Entender el funcionamiento de los principales dispositivos nanoelectrénicos , incluyendo dispositivos para
l6gicas y memoria.

Competencias

® Analizar criticamente los principios de funcionamiento y las previsiones de prestaciones de dispositivos
electronicos operando en la nanoescala (especialidad Nanoelectrénica)

® Analizar las soluciones y beneficios que aportan los productos de la nanotecnologia, dentro de su
especialidad, y comprender su origen a nivel fundamental
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® Dominar la terminologia cientifica y desarrollar la habilidad de argumentar los resultados de la

investigacion en el contexto de la produccion cientifica, para comprender e interactuar eficazmente con
otros profesionales.

® |dentificar y distinguir las técnicas de sintesis/fabricacion/manufactura de nanomateriales y

nanodispositivos propios de su especialidad

® Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de

un modo que habra de ser en gran medida autodirigido o auténomo

Resultados de aprendizaje

1.

2.

Conocer los fundamentos de las técnicas de fabricacion de los dispositivos nanoelectrénicos mas
relevantes.

Describir el estado actual de las tecnologias nanoelectrénicas y las tendencias de evolucion futura, de
acuerdo con el International Technology Roadmap for Semiconductors.

Describir los principios de funcionamiento de dispositivos emergentes, asi como sus principales
ventajas y limitaciones.

4. Describir los principios de funcionamiento de los principales dispositivos logicos y de memoria actuales.

5. Dominar la terminologia cientifica y desarrollar la habilidad de argumentar los resultados de la
investigacion en el contexto de la produccion cientifica, para comprender e interactuar eficazmente con
otros profesionales.

6. Escoger el método de simulacidon/modelado mas adecuado para un dispositivo nanoelectronico, en
funcién de sus caracteristicas fisicas y su principio de funcionamiento.

7. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habra de ser en gran medida autodirigido o auténomo

Contenido

o Evolucién histérica de la tecnologia micro y nanoelectrénica. Estado actual de la tecnologia CMOS, retos y
alternativas en las fronteras de su escalado dimensional. International Technology Roadmap for
Semiconductors.

o Técnicas de fabricacion de dispositivos. Visidn general de litografias optica, electrénica y por corrientes de
sonda local, epitaxia de haz molecular, deposiciéon de vapor quimica, deposicion atémica de capas, deposicion
por laser pulsado, etc.

o Simulacién y modelado multiescala del transporte electronico en dispositivos nanoelectronicos. Simulacion
de primeros principios. Modelos semiclasicos. Simulacion Monte Carlo clasica y cuantica. Modelo de
transmision de Landauer. Modelado compacto. Ruido en la escala mesoscopica.

o Dispositivos nanoelectrénicos avanzados para loégica y almacenamiento. Transistores avanzados de efecto
de campo. Dispositivos "beyond CMOS". Memorias volatiles y no-volatiles. Dispositivos idbnicos ymagnéticos
para memorias "storage-class".

Metodologia

Se combinarn las clases magistrales con la realizacion de trabajos autdnomos que incluiran la lectura de
publicaciones de investigacion, la solucidon de problemas, la lectura critica de documentos del ITRS y la
presentacion oral por parte de los estudiantes.

Actividades
Titulo Horas ECTS  Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas
Lecciones expositivas 30 1,2 1,3,4,2,6
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Lectura de articulos y otros documentos cientificos 30 1,2 7

Presentaciones orales 6 0,24 57

Trabajos autdbnomos y preparacion de informes 65 2,6 3,4,2,5,6,7

Utilizacion de herramientas de disefio asistido por ordenador 15 0,6 7
Evaluacién

Para la evaluacion de esta asignatura se combinara la nota del examen final con una participaton activa en
clase y la realizacion de los informes sobre los trabajos autonomos.

Actividades de evaluacién

Titulo Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia i participacion activa en clase 25 0 0 1,3,4,2,57

Informes de trabajo auténomo 35 0 0 3,4,2,5,6,7

Prueba de sintesis 40 4 0,16 1,3,4,2,5,6,7
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